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炭素原子の 2 次元膜であるグラフェンは卓抜した移動

度を持つ究極の薄膜であるので次世代の電子デバイス

材料として注目されているが、バンドギャップを持たないと

いう欠点がある。グラフェンにバンドギャップを誘起する有

力な方法として量子細線（ナノリボン, GNR）化が活発に

研究されているが、従来のトップダウン的な微細加工を用

いた方法では、リボンエッジの原子配列の乱れによって移

動度が大幅に低下するという欠点があった[1]。これを克

服するために、利用者の一人である田中は、微傾斜シリコ

ンカーバイド(SiC)の熱分解によって、ボトムアップ的に

GNR 列を生成する方法を開発した。この GNR は、連続

的に絶縁体であるバッファ層につながるので、エッジを持

たないという特徴がある。この GNR1 本 1 本の電気伝導

特性を明らかにするために、産業技術総合研究所ナノプ

ロセシング施設のナノプローバを利用した。 

１．概要（Summary） 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

ナノプローバ 
【実験方法】 

九州大学において、4 度オフの SiC(0001)基板を熱処

理、熱分解することによって、幅 100 nm 程度の GNR が

バッファ層を介して並んでいる構造(Fig. 1)を作製した。こ

の基板を産総研ナノプローバに導入し、単一 GNR の電

気伝導の 2 端子測定、4 端子測定を行った。 

ナノプローバを用いて測定する様子の走査電子顕微鏡

（SEM）写真を Fig. 2 に示す。グラフェンは極めて薄いの

でプローブの接触によってダメージを受けやすいが、オー

ミックな電気伝導特性の取得に数回成功し、TLM
（transfer length method)測定によって、GNR の特性

抵抗と、プローブ／GNR 間の接触抵抗を評価することが

できた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig. 1 Schematic of GNRs formed on nanostructued SiC 
substrate. 

 
Fig. 2 An SEM image of GNRs during Nanoprober 
measurement. 


